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市販されている4H-SiC MOSFET モジュールを通電劣化させた後，開封して素子を取り出し電極を

除去後，素子断面を作成した。素子表面に励起光を照射し，断面のPL (Photo-Luminescence) を

観察したところ，1SSF( Shockley Stacking Fault) が拡張した基底面が観察できたので報告する。

概要概要概要概要
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通電サイクル ⇒ 必要な電圧が段階的に上昇 ⇒ ＦＥＴ特性が高抵抗化

実験方法実験方法実験方法実験方法

1）N-Channel 4H-SiC power MOSFET モジュールを購入

2）定電流10A を「0.5 秒間通電－印加なし2.5 秒間」を繰り返し，

通電時の電圧をモニター

3）ゲート電圧12V を印加し，電流電圧特性を測定

4）モジュールを開封，素子を取りだし断面を作成，顕微鏡PL 

を用いて420nmの発光を観察

実験結果－電気特性実験結果－電気特性実験結果－電気特性実験結果－電気特性

SAMPLE 3  >700nm                               420±10ｎｍ EPI層 14μｍ

結果と考察結果と考察結果と考察結果と考察

MOSFET断面からSSFが拡張した基底面（５度の輝線）が確認でき，PL観測方法で可視化に成功

実験結果－ＰＬ画像実験結果－ＰＬ画像実験結果－ＰＬ画像実験結果－ＰＬ画像
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